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Ni 中の Al ， Si~Zn 等の不純物は、その価電子がすべて Ni の dバンドにはいったと思われるような急
激な磁化の減少をひきおこす。この機構の解明は、このような不純物の電子構造を知るための計算方
法がなかったため、今迄手がつけられていなかった。寺倉君は、 Ni の majority spin の状態について
そのフェルミ面以下の状態数の総数が、不純物原子が作るポテンシャルの絶対値がたとえ増大しでも
あまり変らないということを仮定して、磁化の減少を定量的に説明する機構を提案した。次にその仮
定の当否を調べるために、新しく開発した上記方法を応用して詳細な計算を行ない、その仮定が定量
的に正しいことを確かめた。
以上の内容を，IP きして、寺倉君の論文は、金属合金の電子構造の研究に重要な貢献をしたものと考
えられ、理学博士の学位論文として十分な内容のものと判定する。
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